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ESTADOS DE INTERFACE E FLUTUACOES DE CORRENTE ELETRICA EM
2 1 5 TRANSISTORES MOS. Caio Brentano dos Passos, Gilson Inacio Wirth (orient.) (UERGS).

Neste trabalho estudamos o efeito de estados de interface (interface traps) sobre a corrente de canal de
transistores MOS. Os estados de interface causam flutua¢bes na corrente de canal, conhecidas como Random
Telegraph Signal (RTS). Estas flutua¢des tém impacto negativo no desempenho de circuitos analogicos e para radio
freqiiéncia (RF). A partir de simulagdes feitas no simulador de dispositivos MiniMos, estudamos a amplitude das
flutuagdes de corrente como fungdo da posi¢do do trap no canal, bem como da polarizagdo do transistor. Constatou-
se que a maior flutuagdo de corrente ocorre quando o transistor é polarizado em saturagdo e o trap esta localizado
proximo ao dreno, antes do pinch off. Isto ocorre pois, nesta regido, o nimero de portadores é menor, ou seja, quando
um portador ¢é afetado pela carga do trap, ha um numero pequeno de portadores para compensar a influéncia. O
oposto foi verificado na regido proxima ao source, onde a quantidade de portadores é elevada. Outra causa
importante relaciona a velocidade do portador; quando proximo ao pinch off, o portador tem uma energia cinética
muito superior que ao longo do canal, ou seja, a perda de energia causada pelo trap sera maior nessa regido, afetando
o fluxo de portadores. Os resultados obtidos nas analises foram comparados com resultados experimentais da
tecnologia 0.13um da empresa alemda INFINEON AG. Concordancia entre os resultados experimentais e as
simulagdes foi constatada. Um modelo simples, para uso por projetistas de circuitos integrados, relacionando a
amplitude das flutuacdes com a polarizacdo do transistor e posi¢do do trap, foi desenvolvido. (Fapergs).
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